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［はじめに］コランダム構造(-)In2O3はバンドギャップが約 3.7 eV のⅢ族酸化物半導体 [1] であ

り, 金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFETs)への応用が期待されている[2]. 非真空

ミスト化学気相成長(Mist CVD)法による単結晶-In2O3成長は, これまで-Ga2O3や-Fe2O3のバッ

ファ層を挿入することで実現されてきた[2][3]. これに対し我々は近年, Mist CVD 法により

(0001)-Al2O3基板上に直接成長に成功した[4]. 本研究では, Mist CVD法により(0001)-Al2O3基板

上に直接成長した-In2O3 を透過電子顕微鏡(TEM)により[1120]方向から断面観察を行い、欠陥解

析を行った.  

［実験方法］本研究では, Mist CVD 法により塩酸濃度 1.2mol/L, 成長温度 550℃で成長した

(0001)α-Al2O3基板上 α-In2O3薄膜について, 5 kVで動作する走査電子顕微鏡(SEM)(Hitachi TM3000)

および 200 kV で動作する TEM(JEOL JEM-2100)を用いて観察を行った. TEM用薄片試料は集束イ

オンビーム(FIB)(Hitachi FB-2100)により製作した.  

［結果と考察］α-In2O3膜の表面 SEM像を Fig.1 に示す. この図から α-In2O3は三次元構造を持って

いることがわかる. [1120]晶帯軸入射から g =0006 および g =3030の 2波条件により観察した明視

野像をFig.2, Fig.3に示す. Fig.2, Fig.3から, 結晶粒が確認され, 結晶粒内部の数 100 nmの幅におい

ては, 転位のない領域が観察された. また, Fig.2かららせん転位および混合転位, Fig.3から刃状転

位および混合転位が結晶粒の境界領域で黒い線状のコントラストで観察された. この転位が発生

している範囲において, 基板と膜の界面から, コランダム構造の安定的な結晶構造である(1102)と

(0001)の面のなす角(約 54°)と同様の角度を持つ, 積層欠陥と思われる斜めの線状のコントラス

トが確認された. 以上の結果を踏まえ, α-In2O3膜の欠陥の発生について, 結晶構造の観点から議論

を行う.  
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Fig.1. SEM image of -In2O3 film. 

 
Fig.2. Screw and mixed 

dislocations in -In2O3 from the 

bright field image taken under 

two beam conditions of g=0006. 

Fig.3. Edge and mixed 

dislocations in -In2O3 from the 

bright field image taken under 

two beam conditions of g=3030. 
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